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１．概要（Summary） 

従来 Si ウェハの加工用に用いられている電子ビーム露

光装置(以降 EB 露光装置)を用いて、多層膜上に     

約 220 nmφの円形パターンを作成できるか試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

パターン設計において、Hole 寸法約 220 nmφの円

形をポリゴン化して描画した。円形のポリゴン化は、使用し

たEB描画装置(日立HL700)の仕様上、円形を実現させ

るために都合が良いためである。 

次にリソグラフィー工程は、ポジレジスト(ZEP520A)を

塗布したウェハに EB 露光装置を用いてパターニングを

実施した。狙い寸法約 220 nmφの円形パターンを作成

する為、露光条件の最適化を実施した。 

パターンの確認には、多層膜の著しいチャージアップ

を防止するため、サンプルに白金(Pt)のスパッタリングを

施して、上部からの SEM 観察を実施した。 

まず、これまで良条件であった 80 μC/cm2をセンター

とし、2 μC/cm2 刻みに 60～100 μC/cm2 まで露光条

件を変化させ、結果を観測した。 

その後、上記結果から推測した最適露光条件と共に

RIE エッチング条件最適化を同時進行させ、最終的なリ

ソグラフィー条件を確立させた。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 EB 描画装置を用いて、多層膜上のレジストに 220 nm

φ円形パターンを作製することができた。  

 2 μC/cm2 刻みに 60～100 μC/cm2 まで露光条件を

変化させた結果、所望のパターンを描くには、今回のケー

スでは高い露光量が必要であることが示された。 

 100 μC/cm2の条件が狙った 220 nmφに最も近かっ

た。だが歩留りを含め、少々最適な条件とは言い難い結

果であった。この結果から再度、96、100、104 μC/cm2

の 3 条件で露光条件を変化させた。ここで使用したサンプ

ルは、RIE エッチング条件確認実験にも使用している。 

その結果、露光条件 104 μC/cm2において、TOP View

形状のゆがみが少ない所望の円形となり、寸法約 220 

nmφとほぼ狙い通りとなったことから、最適条件とした

(Fig. 1)。  

 

Fig. 1. SEM photomicrographs of circle(220nmφ) 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の福山正

隆客員教授、佐藤旦研究員、松垣仁研究員の御協力を

得ました。  

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


